(D Silizium-npn-Planartransistor

Der HF-Leistungstransistor 5L 113 st eln Si-npn-Planartransistor in der
Bauform nach |IEC 1—301 und |EC 2—201.

Einsatz vornehmlich in HF-Endstufen und als Schalteransistor fir hhere
Batteriespannungen und Umgebungstemperaturen.

Statische Kennwerte (fir %, = 25°C — 5grd)

Kollektorreststrom
lcao = 0,002 < 1 uA (bei Ucg = 60 V)

Emitterreststrom
lepo = 0,025 < 1 uA (bei Ugg = 4 V)

Restspannung

Uk = 0,8 < 1,5V (bei I = 100 mA, 1g = 8,33 mA)
Uegae = 3V (bei Iz = 400 mA, g = 33,3 mA)

Gleichstromverstirkung
B=55>12 (bel Ucg =1V, Ic = 100 mA)

Dynamische Kennwerte (fir &, = 25 °C — 5 grd)

Ubergangsfrequenz
fr = 40 MHz (bel Ugg = 1V, Ic = 100 mA, fiy = 18 MHz)

Basisbahnwiderstand
rop’ = 20 4511 (bei Ugg =&V, Iz = 5 mA, Iy = 50 MHz)

Kollektorkapazitit
Ce=75=%pF (bal Ugg =6V, |Ic =0, Iy = 100 kHz)

Schaltzeitkonstanten
w=06=1 ps|(bei Ucg=6V...Ucpu. lc=10...100 mA,
o =07< 1,3!.:.1[ Rg = 1 ki}, Ry = &0L})
Ty W “,1 s {h!i UCE [ 6V...U|:E“:, |c =0.. 100 s,
Ra=1kil, Ry = 3L])

Grenzwerte (4, = 25 C)

Ueg = 60V

UI:.E = 0¥ thI HEF = ﬂ'h
Ugg = 4V

le = 400 mA

ic =700 mA

I =100 mA

Reni = 15852 (bei 4, = 45 °C)
§ =150°C

By =—40. .4+125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor SL 113
Anderungen vorbehalten

334

stark vargrofder:

Abmessungen

Masse ca. 10 g



